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Microscopia Óptica, Raman e QCM 

 

Modos de Deposição: 

• Arranjo 0: HMDS por fora com Ar como gás de arraste; 

• Arranjo 1: HMDS por dentro do plasma e sem O2; 

• Arranjo 2: HMDS por fora e O2 também; 

• Arranjo 3: HMDS por dentro do plasma e O2 por fora. 

 

Tabela A.3.7 – 1° Testes de modo de deposição/resultados 

SUBS-

TRATO 
NOME 

MODO 

DEPOS. 
Microscopia óptica Microscopia Raman 

Lamina 

Si 

Deposição 

1 
A. 2 

Só silício detectado 

0 1000 2000 3000 4000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

In
t 
(u
.a
.)

número de onda (cm
-1

)

 

Lamina 

Si 

Deposição 

2 
A. 2 Só silício detectado 

Lamina 

Si 

Deposição 

3 
A. 2 

Baixa concentração de 

clusters 
Só silício detectado 

Lamina 

Si 

Deposição 

4 
A. 2 

Só silício detectado, 

provavelmente CH2 no limite 

de detecção 

Lamina 

Si 

Deposição 

5 
A. 2 

CH2 no limite de detecção 

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700

1000

2000

In
t 
(u
.a
.)

número de onda (cm
-1

)
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Lamina 

Si 

Deposição 

6 
A. 2 Só silício detectado 

PQC PQC 1 A. 2 
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PQC PQC 2 A. 2 
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água 

Insensível a VOCs 

Lamina 

Si 

Deposição 

7 
A. 3 

Carbono amorfo detectado 

1000 2000 3000

10000

15000

20000

25000

In
t 
(u
.a
.)

número de onda (cm
-1

)

 

Deposição 

8 
A. 3 Só silício detectado Lamina 

Si 
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Vidro 
Deposição 

9 
A. 3 

Carbono amorfo detectado 
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15000
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30000

In
t 
(u
.a
.)

número de onda (cm
-1

)

 

Vidro 
Deposição 

10 
A. 3 Só silício detectado 

PQC PQC 3 A. 3 
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Tabela A.3.8 – 2° Testes de modo de deposição/resultados 

SUBS-

TRATO 

NOME MODO 

DEPOS. Microscopia óptica Microscopia Raman 

Lamina 

Si 
 

1 

A. 1 Carbono amorfo detectado 

1200 1400 1600 1800 2000

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

In
t 
(u
.a
.)
 

número de onda (cm
-1

)

 

Lamina 

Si 
2 A. 1 Carbono amorfo detectado 

2000 3000

10000

20000

30000

In
t 
(u
.a
.)

número de onda (cm
-1

)

 

Lamina 

Si 
3 A. 1 Carbono amorfo detectado 

2000 3000

5000

10000

15000

In
t 
(u
.a
.)

X Axis Title

 

Lamina 

Si 
4 A. 1 Só silício detectado 

Lamina 

Si 
5 A. 1 Baixa concentração de 

clusters 

Só silício detectado 

Lamina 

Si 
6 A. 2 Baixa concentração de 

clusters 

Só silício detectado 

 


